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Cellule de commande 6lectronique pour diode 
electroluminescente organlque d'afficheur k matrice 
active, proc6d6s de fonctionnement et afficheur 

La pr^sente invention concerne une cellule de 
commande dlectronique pour diode 6lectroluminescente 
organlque d'afficheur d matrice active ainsi que des proc^d^s 
de fonctionnement. Elle a des applications dans le domaine 
des afficheurs, notamment 6crans plats, dont des unites 
d'affichages diementaires, pixels ou segments, a type de 
diodes ^lectroluminescentes organiques sont commandoes 
individuellement par des cellules de commande arrangdes 
sous forme d'une ou plusieurs matrices. 

Le developpement des Oquipements 6iectroniques et/ou 
5 informatiques industriels ou grand public ndcessite 
Tutilisation d'interfaces d'interaction avec les utilisateurs et 
notamment d'interfaces visuelles k type d'afficheurs ou 
d'6crans de segments ou pixels, ces quatre termes Otant 
consid6r6s deux d deux d'une manidre Oquivalente dans la 
10 suite. Afin d'obtenir des caractOristlques d*affichage 
amdiiordes, on prOfdre actuellement agir individuellement sur 
les unites Olementaires d'affichage (segments ou pixels) et 
c'est ainsi que les afficheurs d matrice active ont etO 
d6velopp6s. 

15 Outre une dventuelle reduction des coOts, la 

miniaturisation et la recherche d'une d'autonomie accrue ont 
conduit d mettre en ceuvre des technologies permettant de 
rdduire I'encombrement des afficheurs et d'abaisser la 
consommatton comma avec les cristaux liquides. Toutefois, 

20 cette dernidre technologie prOsente quelques limitations et 
inconvenients dont une complexity relative due au fait que 
raffichage est indirect en ce sens qu'il faut aglr sur une des 
conditions de polarisation d'un eclairage externe. D'autres 
technologies bashes sur un affichage direct, c'est d dire dans 

25 lesquelles les unites diementaires produisent de la lumidre se 
sont done d6velopp6es et en particulier celle relative aux 
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diodes 6lectroluminescentes dont un domaine sp6cifique 
est plus particulierement considdrd ici, celui des diodes 
diectroluminescentes organiques ou OLED qui permettent la 
realisation d'afficheurs sur des substrats divers comme le 
5 verre ou les matldres plastiques et dans des conditions de 
fabrication int6ressantes. 

Dans les afficheurs OLED d matrice active connus, la 
commande de chaque diode ou d'un groupe de diodes 
diectroluminescentes d'un pixel ou segment se fait en courant 

10 ce qui permet d'obtenir une loi de commande lindaire entre le 
log de I'intensit6 Id parcourant la diode et le log de la 
lumlnosit6 Lum, soit log(Luin) = A*log(ld). Toutefois, le circuit 
de commande associe d un pixel est g6n6ralement complexe 
et n6cessite des transistors de commande qui puissent 

15 supporter des courants relativement 6lev6s. Ce circuit de 
commande est chargd du maintien de la commande et de 
■'extinction de la/des OLED du pixel par, d un instant 
approprl6, un signal de commande suppldmentaire, du mdme 
type que celui utilise pour I'allumage ou la sdiection du pixel 

20 et, en gdn^ral, par une courte impulsion de commande 
d'allumage dans un cas et d'extinction dans Tautre. 

Le d6faut majeur d'une telle commande en courant, 
r^sulte du fait qu'elle est g6n6raiement r6alis6e par un 
montage complexe d'au moins quatre transistors, dit en 

25 "miroir de courant". Celui-ci impose le passage d'un fort 
courant dans tous les transistors du pixel ainsi que dans les 
circuits de commande situ6s en amont, et ce, pendant la 
totality d'un cycle de commande. Outre qu'jl faut deux lignes 
de commande pour commander le miroir de courant, ces 

30 courants 6iev6s doivent circuler dans des lignes de 
commandos dispos^es sur I'afficlieur avec des pertes 
ohmiques relativement importantes. Ceci cree naturellement 
des contraintes en termes de taille et sur la mobilite 
electronique de ces transistors, ce qui conduit, outre les 
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difficultds de realisation, d une forte consommation 
^nergdtique de I'^cran. 

Dans les afficheurs matriciels, la commande de chacun 
des pixels est multiplex^e ligne x colonne et rafTichage d'une 
5 trame se fait ligne par ligne (ou colonne par colonne selon le 
mode de rdalisation choisi). De plus, du fait que le pixel reste 
allumd avec un niveau lumineux sensiblement constant 
pendant la duree d'une trame fait que la transition de niveau 
lumineux d'une trame d Tautre peut etre brutale. De telles 

10 transitions peuvent par exemple se produire parce qu*un objet 
affichd d'une sc6ne se d6place dans la sc&ne au cours du 
temps, Or de telles transitions brutales sent pergues par Toell 
et perturbent la perception visueile de la sc^ne anim6e sur 
r^cran. II en r^suite un effet de trafnde (<( blurring qui peut 

15 etre assez ddsagr6able. 

L'invention propose de rdsoudre ces difficuit6s en 
proposant une commande de pixel en tension qui permet en 
outre de simpllfier le circuit de commande associd d cheque 
pixel ou segment. Elle utilise I'effet mdmoire d'une capacity 

20 additionnelle ou intrins^que se ddchargeant dans une 
resistance additionnelle ou intrinsdque d'un commutateur 
eiectronique de courant de/des OLED du pixel. La mise en 
oeuvre d'une commande en tension permet en outre de limiter 
les contraintes sur la tallle des transistors et la mobility 

25 diectronique (des porteurs de charge). On peut ainsi rdaiiser 
de tels afficheurs avec des transistors d couches minces, dits 
TFT, de faible mobilit6 ou non et, par exemple en silicium 
amorphe ou micro-cristallin ou poly-cristailin, voire meme 
organiques. 

30 L'invention concerne done une cellule de commande 

eiectronlque pour au moins une diode 6lectroluminescente 
organique (OLED) d'un pixel ou segment d'un afficheur a 
matrice active, la cellule comportant au moins : 
- un circuit de commande avec une entree de commande et 

35 fonctlonnant comma un commutateur dlectronique en fonction 
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d'un signal de commande arrivant sur une ligne de commande 
sur I'entree de commande et permettant I'allumage ou non 
du/des OLED en fonction dudit signal de commande, 

- un circuit de memorisation capacitif du signal de commande 
5 avec une capacity C relive d la ligne de commande, 

- un circuit de selection fonctionnant comma un commutateur 
eiectronique en fonction d'un signal de selection Vsei arrivant 
sur une ligne de selection et permettant la mise en relation ou 
IMsolement 6lectrique du circuit de memorisation capacitif 

10 avec/d'une tension de commande Vcom en fonction dudit signal 
de selection. 

Selon rinvention, la memorisation est temporaire par 
decharge de la capacite e travers une resistance Rf en 
parallele de la capacite. 
15 Dans divers modes de mise en osuvre de I'invention, les 

moyens suivants pouvant dtre combines selon toutes les 
possibilites techniquement envlsageables, sent employes: 

- le signal de commande est module en duree et/ou en niveau 
de tension ; (permet de faire varier la dur6e. d'allumage 

20 du/des OLED du pixel en fonction des besoins) 

- la tension de commande Vcom est modules en niveau de 
tension ; 

- le signal de selection Vsei est module en duree ; 

- I'affichage est periodique par trames et les valours de C et 
25 Rf sont choisies pour que dans des conditions moyennes de 

fonctionnement la duree de la memorisation d'un etat 
d'allumage soit inferieure e la duree d'une trame, 

- de preference la duree de memorisation est inferieure ou 
egale e la moitie de la duree d'une trame, 

30 - la capacite C est essentiellement un condensateur rapporte, 

- la capacite C est essentiellement la partie capacitive de 
I'impedance d'entree intrinseque du circuit de commande, 

- la resistance Rf est essentiellement une resistance 
rapportee, 
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- la resistance Rf rapport6e est r6alis6e a partir d'un 
transistor monte en circuit resistant, 

- la resistance Rf est essentlellement la partie resistive de 
rimpedance d'entr^e intrinsdque du circuit de commande, 

5 - la resistance Rf est essentiellement une resistance de fuite 
de la capacite, (la capacite n'est pas parfaite et presente un 
courant de fuite et de preference selon une loi sensiblement 
ohmique) 

- la cellule comporte un moyen reduisant le taux de monte 
10 et/ou de descente maximal de la tension aux bornes de la 

capacite C lorsque cette derniere est mise en relation avec la 
tension de commando V com I 

- le circuit de commando est un transistor de commando Mid 
effet de champ, 

15 - le transistor de commando M1 est § grille unique, 

- le transistor de commande Ml est e double grille, 

- le circuit de selection est un transistor de selection M2 k 
effet de champ, 

- le transistor de selection M2 est d grille unique, 
20 - le transistor de selection M2 est e double grille, 

- le circuit de commande est un transistor de commande M1 e 
effet de champ de type P relie d'une part directement au pole 
positif Vpp de I'alimentation et d'autre part e travers IVIes 
OLED e la masse de ralimentation, le circuit de selection est 

25 un transistor de selection IWI2 e effet de champ de type P et la 
capacite C et la resistance Rf en paralieie retournent au pole 
positif Vpp, 

- le circuit de commande est un transistor de commande M1 a 
effet de champ de type N relie d'une part directement e la 

30 masse de ralimentation et d'autre part e travers IVIes OLED 
au pole positif Vpp de ralimentation, le circuit de selection est 
un transistor de selection M2 d effet de champ de type N et la 
capacite C et la resistance Rf en paralieie retournent d la 
masse. 
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- les transistors sont des transistors d couches minces, dits 
TFT, 

- la/les transistors sont en silicium amorphe ou micro- 
cristaliin ou poly-cristallin, voire organiques. 

5 L'Invention concerne ^galement un proc^dd de 

fonctionnement d'une cellule de commande 6lectronique pour 
au moins une diode electroluminescente organique (OLED) 
d'un pixel ou segment d'un afficlieur d matrice active, la 
cellule ayant au moins : 

10 - un circuit de commande avec une entree de commande et 
fonctionnant comma un commutateur 6lectronique en fonction 
d'un signal de commande arrivant sur une ligne de commande 
sur I'entrde de commande et permettant Taliumage ou non 
du/des OLED en fonction dudit signal de commande, 

15 - un circuit de memorisation capacitif du signal de commande 
avec une capacity C relive d la ligne de commande, 

- un circuit de selection fonctionnant comma un commutateur 
6lectronique en fonction d'un signal de selection Vsei arrivant 
sur une ligne de selection et permettant la mise en relation ou 

20 risolement ^lectrique du circuit de memorisation capacitif 
d'avec une tension de commande Vcom en fonction dudit signal 
de selection. 

Selon le proc6d6, on met en oeuvre une cellule qui est 
selon I'une ou plusieurs quelconque(s) caractdristiques 

25 prdc6dentes et dans laquelle on provoque la decharge de la 
capacity d travers une resistance Rf mise en paralldle de la 
capacity afin d'obtenir une memorisation temporaire d'un etat 
d'allumage, et dans laquelle, dans des conditions moyennes 
de fonctionnement la durde de la memorisation d'un etat 

30 d'allumage est inferieure k la duree d'une trame, et de 
preference inferieure ou egale e la moitie de la duree d'une 
trame. 

Dans une variante du precede, pour allumage du/des 
OLED on applique une Impulsion de selection V»ei sur la ligne 
35 de selection d'une duree telle qu'e la fin de i'impulsion de 
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Selection la tension aux bornes de la capacitd est une fraction 
de Vcoin- Dans d'autres variantes dventuellement comblndes d 
la pricddente : 

- on module (notamment d'une trame d Tautre) le signal de 
5 commande en dur6e et/ou en niveau de tension ; 

- on module la tension de commando Vcom en niveau de 
tension ; 

- on module le signal de selection Veei en dur6e. 

Uinvention concerne enfin un afficheur d diodes 

10 6lectroluminescentes organiques (OLED) de pixels et/ou 
segments mettant en ceuvre un ensemble de cellules de 
commande 6lectronique desdites diodes organis6es en une 
matrice, cheque pixel ou segment pouvant Stre command^ 
individuellement par un multiplexage ligne x colonne de la 

15 matrice, dans lequel les cellules sent selon Tune ou plusieurs 
des caractdristiques de cellule pr6c6demment indiqu6es. 

Dans une modality de realisation de i'afficlieur, les 
signaux de selection \fse\ correspondent aux llgnes de la 
matrice et les tensions de commande Vcom correspondent aux 

20 colonnes de la matrice. 

L'invention permet la rdalisation d'un afficheur simplifi6 
et si la simplification des cellules de commande 6lectronique 
des pixels de {'afficheur peut s'accompagner d'une 
augmentation de la complexity des circuits de pilotage en 

25 amont de I'afficheur et de ses cellules, cette complexity 
accrue concerne des circuits mettant en ceuvre des 
technologies bien connues, telles que les circuits integrds 
construits d partir de tranches de silicium, et dont Timpact 
global en coOt et/ou consommation dans un 6quipement 

30 yiectronique ou informatique complet est minime par rapport 
au gain apport6 par IMnvention au niveau de I'afficheur. Elle 
peut etre mise en ceuvre pour la realisation d'6crans plats 
souples. 

Parmi les avantages de Tinvention dans le cas 
35 d'utiiisation d'un transistor de commande. on peut mentionner 
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la suppression de Teffet de traTnde qui est par contra observe 
sur les afficheurs de Tdtat de la technique. Ceci est du au fait 
que la tension aux bornes de la capacite d^croTt 
progressivement au cours du temps, ce qui provoque une 

5 diminution de IMntensit^ lumineuse de I'OLED jusqu'au seuil 
du transistor de commando ou, a partir de ce moment, le 
transistor de commando n'est plus passant et n'alimente plus 
rOLED. II n'y a done plus de transition brutale d'un niveau 
constant d un autre niveau constant de luminosity, d'une 

10 trame d la sulvante. On peut dgalement modifier la lumtnosite 
d'affichage en fonction de la charge envoyde dans la capacity 
pendant la selection de la cellule du pixel, charge qui d6pend 
de la tension Vcom (et/ou Vsei). Le courant circulant dans IVIes 
OLED et la dur^e d'allumage dependent de Vcom (et/ou Vsei)- 

15 De plus, la capacity dtant d6charg6e au moment ou la cellule 
du pixel est acc6d6e pour affichage de la trame sutvante, il 
n'y a pas d'effet mdmoire significatif sur le niveau de 
luminosity d'une trame d la sulvante. 

L'inventton permet d'obtenir en outre de la simplification 

20 structurelle de I'afficheur, des caractdristiques d'affichage 
am6lior6e8 en terme de reduction de consommation et, 
possiblement comme expliqu6 maintenant, de perception 
visuelle. 

En effet, parmi les autres avantages de Tinvention, on 
25 peut 6galement citer le fait que le rafraTchissement de 
I'affichage de cheque diode OLED peut permettre une 
modulation, notamment tout ou rien, de r^nergie lumineuse 
produite au cours du temps a des frequences 6lev6es (regime 
impulsif) no permettant pas une perception consciente de la 
30 modulation par t'utilisateur humain, mais qui lui procure 
toutefols une perception am6liorye par rapport d un affichage 
qui serait continu. Par allleurs, une telle modulation permet 
d'utlliser dans cheque diode OLED des courants discontinus 
(impulsifs) qui peuvent §tre bien sup^rieurs aux courants que 
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chaque diode peut accepter en continu, d'ou une possibilite 
d'augmenter encore la perception par Tutilisateur. 

La pr^sente Invention va maintenant etre exempliflde 
par la description qui suit, sans en dtre pour autant Iimit6e, et 
5 en relation avec : 

la Figure 1 qui repr^sente un premier exemple de rdallsation 
de la cellule de commando, 

la Figure 2 qui repr^sente un second exemple de realisation 
de la cellule de commando, 

10 la Figure 3 qui reprdsente des diagrammes d'dvolution 
temporelle de la tension de selection Vseu de la tension aux 
bornes de la capacitd et du courant dans TOLED. 

Selon I'invention dans sa gdn6ralit6, la cellule de 
commando 6lectronique pour diode(s) eiectroluminescente(s) 

15 organique(s) (OLED) d'un pixel/segment d'un afficheur a 
matrice active, comporte un ensemble matriciel de telles 
cellules. Un tel afficheur fonctionne s^quentiellement par 
unites de temps correspondent chacune d la dur^e 
d'affichage d'une trame. Pendant une durde de trame, les 

20 colonnes ou lignes de la matrice sent balay^es pour 
permettre la configuration d'affichage (niveau/intensitd de 
i'allumage ou extinction) de chacun des pixels/segments. 
La/les OLED du pixel/segment sent aliment6es par 
I'Intermddiaire d'un circuit de commando qui fonctionne 

25 comme un commutateur electronique en fonction d'un signal 
de commande arrivant par une ligne de commando et 
permettant de faire circuler ou non dans I'OLED un courant 
d'intensit6 variable obtenu entre une masse et une borne 
d'alimentation positive Vdd- 

30 L'impddance (resistance) de passage du circuit de 

commande dans l'6tat passant est relativement faible afin de 
provoquer Tallumage des OLED et eviter une dissipation 
ohmique (effet joule) et des pertes trop importantes. A V6iat 
bloqud, non passant, le circuit de commande prdsente une 

35 impedance (resistance) de passage elevee, telle que le 
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courant de fuite est ndgligeable et ne provoque pas 
rallumage des OLED. 

Dans un mode de realisation pr6f6r6, le circuit de 
commande prdsente une grande in)p6dance d'entr^e de 
5 commande et charge trds peu la ligne de commande qui 
comporte une capacite C et une resistance Rf qui retournent 
sur la masse ou Vdd selon le cas. La capacite C et la 
resistance Rf peuvent etre des elements rapportes et/ou 
intrinseques d'autres elements de la cellule. Dans ce dernier 
10 cas, C peut etre la capacite « parasite j> d'entree du circuit de 
commande et/ou Rf ['impedance (resistance) d'entree du 
circuit de commande (ie circuit de commande n'a done plus 
une grande impedance/resistance d'entree). On envisage le 
cas ou Rf est la resistance de fuite propre de la capacite (ou 
IS alors, Inversement, C est la capacite parasite de la resistance 
Rf) ce qui necessite la fabrication d'une capacite (ou 
inversement d'une resistance) particuliere car les composants 
habituellement disponibles sent generalement des 
composants pratiquement purs, c'est-a-dlre des resistances 
20 qui sent des resistances pratiquement puree et des capacites 
qui sent des capacites pratiquement pures. 

Cette partie de la cellule avec le circuit de commande et 
la ligne de commande avec sa capacite C et resistance Rf, 
forme un element de commutation avec memoire temporaire : 
25 lorsque la tension sur la ligne de commande depasse le seuil 
de conduction Vsi du circuit de commande, ce dernier devlent 
passant, conducteur et, inversement, lorsque la tension sur la 
ligne de commande passe en dessous du seuil de conduction 
Vsi du circuit de commande, ce dernier devlent bloque, non- 
30 conducteur. Le circuit de commande peut fonctionner en tout 
ou rien (conducteur sensiblement constant/no n-conducteur) 
ou en lineaire comma on le verra avec des transistors dans ie 
cas des Figures 1 et 2. On comprend que cette explication est 
simplifiee car en general le circuit de commande peut 
35 presenter une hysteresis (« trigger de Schmidt 3s>) et/ou 
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presenter des zones de conduction progressive comme on le 
verra dans la suite dans le cas d'utilisation de transistors. De 
plus les conditions de conduction ou non-conduction au 
dessus ou en-dessous du seuil peuvent etre invers^es selon 

5 le type inverseur ou non du circuit de commando. De meme, 
i'^voiution de la charge de la capacity aprds allumage de 
rOLED et vers Textinction de I'OLED, si elle correspond de 
pr^fdrence d une d6charge (resistance en parall^le de la 
capacity), on envisage d titre d'6quivalence le cas d'une 

10 charge de la capacity. Dans le cas d'une charge de la 
capacity on a la resistance qui retourne sur la borne 
d'alimentation oppos6e d celle oD retourne la capacity : la 
capacity et la resistance sent en s^rie entre les deux bornes 
d'alimentation et la ligne de commando est relide au point 

15 milieu, entre la resistance et la capacite. Dans ce dernier cas 
de charge, on comprend que le circuit de selection doit 
provoquer une decharge pour allumage et que Tallumage 
de/des OLED par le circuit de commando doit correspondre d 
un etat de decharge. 

20 Une fois chargee, la capacite C va se decharger 

progresslvement et si la charge initiale de C est telle que la 
tension sur ia ligne de commando est superieure au seuil Vsi 
la/les OLED vont roster allumees tant que la tension 
decrolsssante sur la ligne de commando sera superieure au 

25 seuil de conduction Vsi du circuit de commando. 

Afin de pouvoir charger la capacite C, un circuit de 
selection qui fonctionne egalement comme un commutateur 
commande par un signal de selection Vsei. pout appllquer (etat 
passant, conducteur) ou non (etat bloque, isolant) sur la ligne 

30 de commande une tension Vcom- La tension Voom pout §tre 
comprise entre une tension inferieure au seuil Vsi, de 
preference au minimum OV (d la masse) et une tension 
superieure au seuil Vst, de preference au maximum Vdd- Cette 
tension Vcom est un des moyens de regler ia luminosite 

35 d'affichage dans le cas d'un circuit de commande e transistor 
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comme represents d la Figure 1 ou 2. Le circuit de selection 
se comporte done avec la capacity C comme un 
Schantillonneur-bloqueur mais avec une constante de temps 
telle que pendant le blocage (isolement), la tension sur la 

5 ligne de commando d6crolsse progresslvement. Comme on le 
verra ultSrieurement, on a lntdr§t d limlter le pic de courant 
traversant le circuit de selection et/ou la tension maximale de 
charge de la capacity C. 

Les Figures 1 et 2 donnent deux exemples de 

10 realisation particulidrement intSressants car relativement 
simples d r6aliser avec seulement deux transistors. 

Figure 1, le circuit de commando consiste en un seul 
transistor de commando 61, Ml, connecte entre Vdd par la 
ligne 7 et une/des OLED 9 et retour d la masse par la ligne 8. 

15 L'entrde du transistor de commando 61 est reli6e d la ligne de 
commando 5' sur laquelle se trouve une capacity C et une 
resistance Rf retournant toutes deux au Vdd- Le circuit de 
selection consiste en un seul transistor de selection 41, M2, 
connecte entre la ligne 2 d la tension Vcom et la ligne de 

20 commando 5'. Le transistor de selection 41 regoit en entree la 
ligne 3 de signal de selection Vsei- Le principe de 
fonctionnement de ce premier exemple pout §tre deduit de 
celui donne pour le deuxieme exemple qui est maintenant 
presente. 

25 Figure 2, le circuit de commando consiste en un seul 

transistor de commando 62, Ml, connecte entre Vdd par 
rintermediaire d'une/de OLED par la ligne 7' et un retour e la 
masse par la ligne 8'. L'entree du transistor de commando 62 
est reliee e la ligne de commande 5 sur laquelle se trouve 

30 une capacite C et une resistance Rf retournant toutes deux d 
la masse. Le circuit de selection consiste en un seul 
transistor de selection 42, M2, connecte entre la ligne 2 e la 
tension Vcom at la ligne de commande 5. Le transistor de 
selection 42 regoit en entree la ligne 3' de signal de selection 

35 Vsei- Lorsque la tension de la ligne de commande 5 est 
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sup6rieure au seuil de conduction du transistor de commando 
62, ce dernier est passant et IVIes OLED sont allumdes. Un 
signal de selection Vsei positif, par example 6gal d V^d. rend 
passant le transistor de selection 42 et la tension Vcom de la 

5 ligne 2 est appliqude d la ligne de commande 5. Notons qu'en 
fonction de ia difference de tension entre Vsei at de la iigne 5, 
le transistor de tension de selection 42 pourra §tre rendu 
passant ou non, la difference devant etre superieure au seuil 
de conduction du transistor de selection 1^2 pour le rendre 

10 passant. Si Ton souhaite una commutation syst6matique 
(transistor de selection passant, producteur) quelle que soit 
la tension (rdslduelle) sur la ligne de commande 5, il faut que 
Vsei soit le plus 6lev6e possible pendant la selection 
(impulsion de selection) et, par exemple, d Vdd- On peut 

15 remarquer qu'll est 6galement possible d'utiliser M2 en 
commutateur d effet dcreteur et 6galisateur de charge car du 
fait qu'il faut que la difference de tension soit superieure au 
seuil de conduction de M2, la tension aux bornes de la 
capacite ne peut pas dtre superieure d ia tension maximale 

20 de Vsei* On comprend que pendant I'impulsion de selection, si 
Vcom est a la masse (ou voisine de la masse), la capacite C 
pourra etre dechargee et si Vcom est positif (Vdd ou voisine), la 
capacite pourra etre chargee. 

On peut remarquer que du fait de Tutilisation d'un 

25 transistor qui presente au moins une zone de fonctionnement 
sensiblement lineaire 62 ou 61, pour le circuit de commande 
et du fait que la tension sur la iigne de commande, 5 ou 5', 
.varie au cours du temps, le courant circulant dans JVIes OLED 
va egalement verier au cours du temps et done Tintensite 

30 lumineuse produite egalement jusqu'au seuil de conduction, 
moment e partir duquel plus aucun courant ne passe dans le 
transistor et done a travers IVIes OLED. 

Dans le cas de piusieurs diodes eiectroluminescentes 
organiques commandees par le transistor de commande, 

35 celles-ci peuvent etre en serie et/ou parallele. Par ailleurs, 
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on peut mettre I'invention en oeuvre dans un afficheur 
comportant des composants redondants, notamment cellules 
et/ou transistors et/ou diodes ^lectroluminescentes, pouvant 
supplier d des composants d^faillants afin de r^duire les 
5 rebus de fabrication des afficlieurs qui peuvent comporter des 
millions de composants. 

On a done vu que dans son mode de mise en oeuvre le 
plus simple, Tinvention consiste, a la base, d commander en 
tension un pixel par chargement d'une capacity par un 

10 transistor de selection M2 avec une tension de commando 
Vcom (qui est de pr^fSrence maintenue sensiblement constante 
pendant la charge mais que Ton peut faire verier d'une trame 
d i'autre afin de modifier la luminosite des pixels successifs 
d'une colonne) pendant la duree d'impulslon du signal de 

15 s6lection Vsei correspondent au pixel. Ce circuit de commando 
en tension se comporte comme un 6chantiilonneur-bloqueur 
qui permet de charger une capacity pendant la p6rlode 
d'^chantillonnage et de garder la charge (d6croissante ici) 
pendant la p^riode de blocage. Cette capacity est 

20 directement connect6e ^ la grille d'un transistor de 
commutation M1 qui permet d'alimenter la ou les OLED du 
pixel. Cette grille prdsente une impddance d'entr^e 6lev6e et 
la ddcharge de la capacity d travers la grille (et Teventuelie 
resistance en paraildle de la capacity) est relativement lente, 

25 de preference telle que la/les OLED soient alimentdes 
pendant la moitl6 de la dur6e d'une trame. 

Cette capacity peut §tre une capacity rapportde ou la 
capacity d'entr6e, possLblement accrue par construction, de 
la grille de commando du transistor de commutation Ml. Une 

30 resistance rapportee ou un courant de fuite de la capacity ou 
de la grille du transistor de commutation, provoque ensuite la 
decharge progressive de la capacite et done I'extinction 
automatique de la ou des OLED des que la tension de la grille 
du transistor de commando Ml passe en dessous de la 

35 tension de seuil Vsi du transistor de commutation. Cette 
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extinction se prodult au bout d'une duree qui depend du seuil 
Vqi de M1, de la tension de commando Vcom. la valour de la 
capacity, la valeur des impedances llmitant la charge et la 
valour des impedances de d6charge. Solon ces valeurs et la 
5 durde de la selection (impulsion de selection) tseii la valeur de 
la tension maximaie appliqu6e sur la grille varie, d'ou I'effet 
de commando temporelle du/des OLED. On pout done modifier 
ia durSe de Tallumage du/des OLED d la fois par 
construction, une fois pour toutes (par exemple avec une 

10 valeur de capacity C determin^e par construction), ou 
dynamiquement. en fonctionnement (par exemple en modifiant 
la dur6e de I'impulslon de selection tsei et/ou la valeur de la 
tension Veom. voire de la tension Vsei )- 

Le principe de controle d'une cellule telle que 

15 representee a la Figure 2 est resume sur la Figure 3 avec 
dans la partie basse un diagramme temporel du signal de 
selection pendant une duree de trame et dans la partie haute 
un diagramme temporel de la tension de la ligne de 
commando 5 correspondent a la tension aux bornes de la 

20 capacite, egalement pendant une duree de trame. On 
considere let, le cas d*une charge de la capacite C mais celui 
de la decharge se deduit des explications qui suivent. Dans la 
partie basse de la Figure 3, le signal de selection Vsei passe e 
un niveau de tension positif pendant une impulsion de duree 

25 tsei ce qui rend passant M2 pendant ladite duree. Dans la 
partie haute de la Figure 3. pendant I'impulsion, la capacite 
se charge jusqu'd la valeur de tension Voied e la fin de 
I'impuision de selection (partie croissant rapidement de la 
courbe) puis, des la fin de rimpulsion de selection, la 

30 capacite se decharge progresslvement (partie decroissant 
ientement de la courbe). Dans les parties de la courbe au 
dessus du seull de conduction Vsi du transistor de commando 
Ml, r/les OLED sont allumees et, inversement, en-dessous, 
ivies OLED sont eteintes. 
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On peut mettre en relation revolution de la tension de la 
ligne de commande 5 de la Figure 3 avec I'dvolution du 
courant traversant IVIes OLED et qui varie en fonction de 
revolution temporelle de la tension aux bornes de la capacity 
5 et de la resistance. Le transistor de commande fonctlonne en 
regime lineaire et le courant suit revolution de la tension de 
la ligne de commande au decalage prds dO a Texistence de la 
tension de seuil du transistor M1. On envisage cependant que 
le transistor puisse dtre pendant un certain temps dans un 
10 regime de saturation (pendant que la capacite est vers son 
pic de charge) mais le contrdle de la luminosite devient plus 
difficile. 

On peut done obtenir une variation de la luminosite des 
pixels en modulant le signal de commande en duree et/ou en 

15 niveau de tension (inttialt e la fin de Timpulsion de selection) 
d'une trame e I'autre. Cette modulation peut dtre obtenue de 
plusieurs manidres, que Ton module la tension de commande 
Vcom en niveau de tension et/ou que I'on module le signal de 
selection Vsei en duree, voire que I'on module en niveau de 

20 tension I'impulsion de selection Vsei. 

Pour avoir un ordre d'idee des durees des differents 
signaux mis en cduvre, on peut considerer le cas d'un 
afficheur comportant 768 lignes et 1024 pixels par ligne et 
pour lequel on a une frequence de trame de 75Hz, soit 

25 13,3ms. La duree d'une ligne est alors de 17,6|js, ce qui 
correspond e la largeur de I'impulsion de selection Vsei. 

On peut remarquer qu'avec une impulsion de selection 
d'une duree pas trop eievee, la capacite n'est que 
partiellement chargee (dechargee) pendant I'impulsion de 

30 selection de la ligne, la tension maximale aux bornes de la 
capacite n'atteint pas la tension appliquee Vcom. Ceci signifie 
que la tension aux bornes de cette capacite (c'est-d-dire la 
tension de grille du transistor de commande M1) n'est pas 
amenee a la valeur Vcom d I'issue de cette impulsion, mais d 

35 un potentiel qui est une fraction de Vcom- On envisage 
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dgalement que la capacite puisse etre charg^e jusqu'a 
sensiblement Vcom pendant la durde de Timpulslon de 
selection Vsei* 

11 est utile de limiter le courant de charge de la capacity 

5 d travers le transistor de selection pour pouvoir limiter la 
taille du transistor de selection et dvlter qu'elle ne se charge 
compldtement d la tension de commando Vcom avec la dur6e 
tsei des impulsions de selection utilisees 6tant donn6 qu'un 
circuit qui rdaliserait une charge complete de la capacity 

10 n'aurait guere d'avantages par rapport a une commande 
classique en courant. Cette limitation du courant de charge 
peut %ire obtenue de plusieurs manidres, dventueilement 
combindes, dont cinq exemples sent donnes d la suite. 
Premi^rement en augmentant la resistance interne de la 

15 source Vcom avec Tinconvdnient d'avoir des variations de la 
tension maximale de charge en fonction du nombre de 
cellules s6lectionn6es au cas ou on s6lectlonne plusieurs 
cellules d la fois. Deuxidmement par utilisation d'un transistor 
de selection qui pr6sente une impddance de passage d l'6tat 

20 passant relativement 6lev6e d'ou possibility d'utiliser des 
transistors d faible mobility. Troisidmement par ajout d'une 
resistance en s6rie avec le transistor de selection. 
Quatridmement, par ajout d'un composant non lineaire limitant 
le pic de courant et disposd en s6rie avec le transistor de 

25 selection. Cinquidmement, par ajout d*un gdnerateur de 
courant constant en s6rie ou combine avec le transistor de 
selection. 

Les montages proposes dans lesquels la capacite et le 
transistor de commande ont tous les deux un point commun 

30 direct (Vdd pour la Figure 1 et masse pour la Figure 2) 
permet aussi de faire fonctlonner le transistor de commande 
dans un regime lineaire/sature stable car insensible e la 
difference de potentiel aux bornes du/des OLED et ce sans 
avoir e ajuster precisement les autres tensions d'alimentation. 

35 Ces montages s'opposent a ceux non representes mais 
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6galement considdr^s comme entrant dans le cadre de 
rinvention dans lesquels le transistor de commande retourne 
au point commun par I'intermddiaire du/des OLED. c'est-d- 
dire pour la Figure 1, le cas oCi TOLED 9 se trouverait sur la 
5 llgne 7 du cot6 Vaa d u transistor de commande. 61 Ml et la 
iigne 8 retournerait directement d la masse. Pour la Figure 2, 
cela correspondrait au cas ou le cas ou I'OLED 9 se 
trouverait sur la Iigne 8' du cot6 masse du transistor de 
commande 62 Ml et la Iigne T retournerait directement au 
10 Vdd. 

On doit noter qu'avec Tinvention et dans le cas 
d'utilisation de transistors comme reprdsent^ sur les Figures 
1 et 2, le profil de I'intensitd dans I'OLED et done de la 
iumldre 6mise par celle-cl n'est plus lindairement fonction de 
15 la commande comme dans le cas des pixels commandos en 
courant. La correction du signal de commande, pour 
compenser cette non>lin6arit6 ainsi que d'autres effets, peut 
se faire dans ie circuit 6lectronique amont de pilotage de 
Tafficheur. 

20 Le proc6d6 de fonctionnement pr6f6r6 est celui dans 

lequel les OLED ne sent allumdes que pendant seulement une 
partie de la dur6e de trame, c'est d dire qu'il existe un temps 
mort pendant iequel cliaque OLED n'est pas allumde pendant 
une dur6e de trame (on comprend qu'une OLED d'un pixel qui 

25 ne doit pas etre visible sera non allumee pendant toute la 
duree de la trame et qu'une OLED d'un pixel qui doit etre 
visible sera allumde pendant seulement une partie de la 
durde de la trame). Le temps mort permet de mettre au repos 
les OLED et peut avoir un effet benefique sur la dur6e de vie 

30 des OLED. Par ailleurs, outre que I'on peut envoyer un 
courant de crete supdrieur dans une OLED qui a un temps de 
repos. II peut dventueilement exister des effets psychovisuels 
favorables avec un allumage cyclique des OLED. 

Grdce au dispositif et proc6d6 de i'invention, une 

35 commande en tension permet une modulation de dur^e du 
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courant envoyd dans les OLED. En effet, pour simplifier, le 
circuit de commande 61. 62 travaille essentfellement en tout 
ou rien, passant et allumant I'OLED lorsque la tension sur sa 
ligne de commande 5, 5' est sup^rieure d un seuil et bloqu6 
5 en dessous. Or le circuit de selection 41, 42 qui regoit un 
signal de selection Vsel essentiellement binaire est rendu 
passant ou non en fonction dudit signal Vsel pendant une 
duree sensiblement constante (dur6e d'impulsion de Vsel) et 
la charge regue par le condensateur C (done la tension a ses 

10 bornes) depend done essentiellement du niveau de la tension 
de commande Vcom. On agit done sur la dur6e d'allumage de 
rOLED en faisant verier la tension Vcom fournie d la capacity 
C. La variation de la tension Vcom permet done un codage en 
modulation de largeur d'impulsion d'allumage de TOLED. 

15 De pr6f6rence, la tension Vcom reste sensiblement 

constant pendant la dur6e de ('impulsion Vsel (en ndgllgeant 
Timpact de la resistance interne de la source Vcom) et sera 
modiflde en dehors des impulsions Vsei. Le gdndrateur Vcom 
peut §tre un convertlsseur numerique analogique avec sortie 

20 en tension. 

Le choix des valeurs de Rf et C (composants propres ou 
intrinsdques a d'autres comma par exemple courant de fuite) 
sera done fait en fonction notamment de la dur6e de trame et 
des valeurs possibles de Vcom prdvues ainsi que du seull du 

25 circuit de commande afin qu'il existe bien un temps mort (non 
allumage) pendant une trame pour une OLED pour laqueile ie 
maximum de Vcom a 6t6 envoyd dans la capacity pendant 
rimpulsion . Vsel. On pourra egalement tenir compte de la. 
resistance de source du gdndrateur de Vcom et/ou de la 

30 resistance de passage du circuit de selection et/ou d'un 
eventuel circuit suppiementaire limitant le temps de monte / 
descente. 

Le calcul de la constante de temps peut etre fait de la 
fa9on suivante: 
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La premiere dtape est Tajustement des constantes de 
temps du montage au type d'6cran envisage, en roccurrence 
un affichage 1024x768 pixels ^ la frequence de 75 Hz donne 
une durde de la trame 6gale d 13,3 ms, et un temps de 
5 selection inf^rleur ou 6gal d 17 ps. 

Le principal temps caractdristlque du montage est la 
constante RC, ou C designe la capacity de stockage de la 
commando, et R est la resistance de fuite aux bornes de 
celle-cl. Aux 6chelles de temps considdrees, les ph^nomdnes 

10 transitoires dans les transistors, de longueur de grille fixde a 
10 microns, ne Jouent pas de manidre perceptible. On cherche 
done une solution avec RC de I'ordre de la microseconde. 

Plus pr^cis^ment, on cherche d maintenir TOLED 
allum^e pendant une dur^e proche de la moiti^ de la durde de 

15 trame. En effet, dans une application de type dcran, appel6e 
d produire un affichage d forte dynamique, ii est capital de ne 
pas maintenir la commande d'affichage d'un pixel pendant 
toute la durde de la trame, car cela auralt pour consequence, 
du fait de la r^manence visuelle, d'obtenir une perception 

20 floue de tout mouvement d r^cran. A la frequence envisag6e, 
la dur6e de trame est grossidrement le double du 
discernement temporel du systdme de vision humain, dont la 
valour gen^ralement admise est d'environ 5 ms. Pour 6viter la 
superposition de deux trames, sans modifier la frequence de 

25 rafraTchissement, done limiter I'allumage d*un pixel a environ 
la moitid de la dur6e de la trame, et ce aussi bien pour un 
ecran a OLED que pour un affichage LCD (pour lequel, 11 faut 
de plus tenir compte du temps de rdponse du pixel lui-meme. 
Dans le cas d'un circuit d commande en tension 

30 unlquement, la ddcharge de la capacity doit rdaliser 
naturellement Textlnction de rOLED avant la fin de la trame. 
On peut mSme esp^rer une amelioration des qualites 
visuelles dynamiques du fait de la variation plus reguliere de 
reclairage que dans le cas de la commande cr^neau realisee 

35 par un pilote intensite/temps. II faut en revanche veiller a ne 
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pas g^n^rer un cycle d'ailumage trop court. Une ddcharge 
trop rapide de la capacity aurait en effet des consequences 
negatives sur I'affichage, et imposerait de plus une intensity 
de cr§te plus 6lev6e, afin de maintenlr la m§me luminosity 
5 moyenne. Une contralnte suppl6mentaire est ll6e d Teffet 
"escalier": si la ddcharge est au contraire trop lente, la 
tension aux bornes de la capacite augmente de trame en 
trame. Ce comportement correspond au ph^nom&ne de 
memorisation, qui est specif Ique d la commando en tension 

10 par charge partielie de la capacity, et ne se pose pas du tout 
dans le cas d'une commando en intensity, dans laquelle la 
tension aux bornes de la capacit6 est forc6e de manidre 
independante lors de cheque trame en fonctlon du courant 
impose. 11 est done necessaire, de maximiser la durSe de 

15 d6charge sous la contralnte de la stabilite du montage sur un 
grand nombre de trames pour lesquelles le circuit est 
systematiquement soumis d une commando d'eclairage 
maximal, la mdmoire de Tordinateur de simulation ne 
permettant en pratique pas de depasser 500 cycles. Une 

20 dernldre contralnte est de nature plus concrete: etant donne 
la taille d*un pixel, la capacite est llmltee d quelques pF au 
maximum, et ce d'autant plus que la duree de selection ne 
permet pas de charger une capacite plus importante. 

Finalement, la solution retenue est une constante RC 

25 egale a 6 ms, avec: R = kQ, C = 2pF. 

Cos valours correspondent d la meilleure constante de 
temps realisable en preservant la stabllite, et generent un 
courant significatif dans I'OLED pour une duree qui approche 
la moitie de la trame. Le courant dans TOLED ne s*annule pas 

30 totalement avant la fin de la trame, mais le trace de la courbe 
de tension aux bornes de rOLED montre que celle-ci repasse 
en dessous de la tension de seull de la diode, estlmee e 
4,9 V environ, apres au plus 6 ms. On peut considerer le 
courant passant dans la diode en dessous de ce seull comme 

35 tres faible en termes d*eclairage par rapport au pic, et I'OLED 
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est en pratique dteinte avant la fin de la trame. Ce courant 
remanent ne s'accompagne pas de comportement en escalier 
que Ton cherche d eviter. celui-ci apparaft cependant dds des 
valeurs l^g^rement sup^rieures de la constante de temps. 
5 On comprend que les exemples de realisation qui ont 

ete donnds sont indicatifs et que d'autres variantes sent 
considdrees dans le cadre de Tinvention. Notamment, en 
fonction du type inverseur ou non du circuit de commande, 
notamment transistor de commande M1, et du type de circuit 

10 de selection, notamment transistor M2, I'allumage de/des 
OLED peut etre obtenu avec une tension sup6rieure au seuil 
aux bornes de la capacity ou, inversement nulle et le 
chargement/d^chargement de la capacity peut etre obtenu 
avec une tension Vsei positive ou, inversement, nulle. Enfin, le 

15 terme tension positive est relatif et suivant la rdfdrence 
utilis^e et/ou des composants utilises, des tensions positives 
et negatives, voire seulement negative, par rapport d la 
masse peuvent §tre mises en cauvre. II est cependant 
preferable d'utlliser des cellules dans un appareil avec 

20 afficheur qui se contentent d'une seule tension, et, en 
particulier celle de sa source d'allmentation qui peut dtre 
constitude de piles ou de batteries rechargeables. 
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REVENDICATIONS 

1. Cellule de commande electronlque pour au moins une 
diode 6lectroluminescente organique (OLED) d'un pixel ou 

5 segment d'un afflcheur A matrice active, la cellule comportant 
au moins : 

- un circuit de commande (61, 62) avec une entr6e de 
commande et fonctionnant comma un commutateur 
diectronique en fonction d'un signal de commande arrivant 

10 sur une llgne de commande (5, 5') sur I'entree de commande 
et permettant Tallumage ou non du/des OLED en fonction 
dudit signal de commande, 

- un circuit de memorisation capacitif du signal de commande 
avec une capacity C relive d la ligne de commande, 

15 - un circuit de selection (41, 42) fonctionnant comma un 
commutateur Electronlque en fonction d'un signal de selection 
Veei arrivant sur une ligne de selection (3, 3') et permettant la 
mise en relation ou I'isolement diectrique du circuit de 
memorisation capacitif avec/d'une tension de commande Vcom 

20 (2) en fonction dudit signal de selection, 

caract6ris6e en ce que la memorisation est temporaire par 
decharge de la capacity d travers une resistance Rf en 
paralieie de la capacite. 

2. Cellule selon la revendlcation 1, caracterisee en ce 
25 que la capacite C est essentlellement un condensateur 

rapporte. 

3. Cellule salon la revendlcation 1, caracterisee en ce 
que la capacite C est essentlellement la partie capacitive de 
rimpedance d'entree intrinseque du circuit de commande. 

30 4. Cellule selon la revendlcation 1, 2 ou 3, caracterisee 

en ce que la resistance Rf est essentlellement une resistance 
rapportee. 

5. Cellule selon la revendlcation 1, 2 ou 3, caracterisee 
en ce que la resistance Rf est essentlellement la partie 
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resistive de i'imp^dance d'entrde intrinseque du circuit de 
commande. 

6. Cellule selon la revendication 1, 2 ou 3, caracterisde 
en ce que la resistance Rf est essentiellement une resistance 

5 de fuite de la capacity. 

7. Cellule selon Tune quelconque des revendications 
pr^cedentes, caract6ris6e en ce qu'elle comporte un moyen 
r^duisant le taux de montd et/ou de descente maximal de la 
tension aux bornes de la capacity C lorsque cette dernidre 

10 est mise en relation avec la tension de commande Vcom- 

8. Cellule selon Tune quelconque des revendications 
prec6dentes, caracteris6e en ce que le circuit de commande 
est un transistor de commande M1 d effet de champ (61, 62). 

9. Cellule selon Tune quelconque des revendications 
15 pr6c6dentes, caractdrisee en ce que le circuit de selection 

est un transistor de selection M2 a effet de champ (41, 42). 

10. Cellule selon les revendications B et 9, caract6ris6e 
en ce que le circuit de commande est un transistor de 
commande M1 a effet de champ (61, 62} de type P reli6 d'une 

20 part directement au pole positif Vpp de Talimentation et 
d'autre part d travers IVIes OLED d la masse de 
ralimentation, en ce que le circuit de selection est un 
transistor de selection M2 d effet de champ (41, 42) de type P 
et en ce que la capacite C et la resistance Rf en paralieie 

25 retournent au pole positif Vpp. 

11. Cellule selon les revendications 8 et 9, caracterisee 
en ce que le circuit de commande est un transistor de 
commande Ml e effet de champ (61, 62) de type N relie d'une 
part directement a la masse de ralimentation et d'autre part e 

30 travers IVIes OLED au pole positif Vpp de ralimentation, en ce 
que le circuit de selection est un transistor de selection M2 e 
effet de champ (41, 42) de type N et en ce que la capacite C 
et la resistance Rf en paralieie retournent a la masse. 
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12. Cellule selon Tune quelconque des revendications 8 
d 1 1 , caract6ris6e en ce les transistors sont des transistors d 
couches minces, dits TFT. 

13. Proc6dd de fonctionnement d'une cellule de 
5 commande 6lectronique pour au moins une diode 

diectroiuminescente organique (OLED) d'un pixel ou segment 
d'un afficheur d matrice active, la cellule ayant au moins : 

- un circuit de commande (61, 62) avec une entree de 
commande et fonctionnant comma un commutateur 

10 diectronique en fonction d'un signal de commande arrivant 
sur une llgne de commande (5, 5') sur I'entr6e de commande 
et permettant Tallumage ou non du/des OLED en fonction 
dudit signal de commande, 

- un circuit de memorisation capacitif du signal de commande 
15 avec une capacity C rell6e d la ligne de commande, 

- un circuit de selection (41, 42) fonctionnant comma un 
commutateur diectronlque en fonction d'un signal de selection 
Vsei arrivant sur une Itgne de selection (3, 3') et permettant la 
mise en relation ou I'isolement diectrique du circuit de 

20 memorisation capacitif d'avec une tension de commande Vcom 
en fonction dudit signal de selection, 

caracteris6e en ce que I'on met en cauvre une cellule qui est 
selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes et 
dans laquelle on provoque la ddcharge de la capacity d 

25 travers une resistance Rf mise en paralldle de la capacitd afin 
d'obtenir une memorisation temporaire d'un etat d'allumage, 
et en ce que dans des conditions moyennes de 
fonctionnement la durde de la memorisation d'un etat 
d'allumage est inferieure d la durSe d'une trame et, de 

30 preference, inferieure ou egale e la moitle de la duree d'une 
trame. 

14. Precede de fonctionnement selon la revendlcation 
13, caracterlse en ce que Ton module le signal de commande 
en duree et/ou en niveau de tension. 
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15. Proc6d6 de fonctionnement selon la revendication 
13 ou 14, caract6ris§ en ce que pour allumage du/des OLED 
on applique une impulsion de sdlection Vgei sur la ligne de 
selection d'une dur6e telle qu'd la fin de Timpulsion de 

5 selection la tension aux bornes de la capacity est une fraction 
de Vcom. 

16. Proc6d6 de fonctionnement selon la revendication 
13 ou 14, caracterisd en ce que la tension de commando 
Vcom est r^glable en amplitude, la dur6e de conduction du 

Id circuit de selection (41, 42) par le signal de sdlectlon 6tant 
constante, afin d'obtenir le r^glage de la dur^e d'6tat 
d'allumage inf6rieur d la dur^e de la trame. 

17. Afftcheur d diodes diectroiuminescentes organiques 
(OLED) de pixels et/ou segments mettant en oeuvre un 

15 ensemble de cellules de commando diectronique desdites 
diodes organis^es en une matrice, cheque pixel ou segment 
pouvant dtre command^ individuellement par un multiplexage 
ligne x colonne de la matrice, caract6ris6 en ce que les 
cellules sent selon Tune quelconque des revendications 1 d 

20 12 et fonctionnent selon I'une quelconque des revendications 
13 d 16. 
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FIGURE 3 



